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はじめに シリコンに対する絶縁膜 (SiO2 並

びに SiN) のエッチングプロセスには CF4、

C4F8、あるいは CHF3などのハイドロフルオロ

カーボン (HFC) ガスのプラズマが用いられ

る。これらのガスは地球温暖化係数 (GWP) が

高い温室効果ガスである。我々は、冷媒ガスで

ある代替ガス HFO-1234ze (CF3CH=CHF)を使

用した時のエッチング特性を既に報告し[1]、

SiO2とSiNの選択比制御にCHF2
+等のイオン種

の生成が重要であることを示した。また、

C2HxF6-x の電子物性を量子化学計算で示した 

[2,3]。 C2HxF6-xには CH3CF3、CHF2CHF2、C2HF5

の化合物がある。今回、これらのガスと Arを

混合し、SiO2、SiN と poly-Si のエッチング特

性を評価したので報告する。 

実験 誘導結合型プラズマ (ICP) エッチング

装置 (Fig. 1) を使用した。HFC ガスの流量比

を変化させ，圧力は 1 Paに保った。SiO2、SiN、

poly-Si 膜の個片をステージに置き、高周波電

力をプラズマ励起アンテナに 1000 W、下部電

極にバイアスとして 300 W 印加してエッチン

グした前後で膜厚を分光エリプソメトリによ

り計測しエッチング速度を求めた。 

結果と考察 Fig. 2にエッチング速度 (ER) の

CH3CF3流量比依存性を示す。SiO2に比べ SiN

の ER が高い。CH3CF3分圧が上がるにつれ、

イオン種として CHF+や CHF2
+の生成量が増加

し，表面入射イオンの組成変化がもたらされる。

解離種生成の電子密度依存性を考慮して、

CHF+と CHF2
+の生成量の制御から SiN と SiO2

の選択比が制御できると考える。 
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Fig. 2. Etch rates of SiO2, SiN and poly-Si films as 

a function of hydrofluorocarbon ethane flow rates.  
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Fig. 1. Schematic of the experimental setup. 
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